
P和 N 型雜質的掺雜是 IC 製造中最基本的製程。掺雜的劑量和分佈是決定元件特
性關鍵參數。精準地測定這兩個參數是離子植入機與擴散製程設備校準和監控必不
可少的步驟。最為實用的分析方法是利用二次離子質譜儀 SIMS 對植入的劑量和分
佈進行高精度的測定。

EAG 擁有一套標準的 HPIC 測量程式，在 P 和 As 注入劑量的測定中，其精度相對
標準誤差σ≦2%，而對 B 的測量其σ≦1%。
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高精度離子注入劑
量的測定（HPIC）

SIMS 對 As 注入劑量的測定。圖中列出了對來自同一個離子注入機樣品的五次分析結果。

利用 HPIC 對來自於一台離子注入機的樣品
進行 As 注入劑的五次測量結果。

SIMS 結果顯示，其相對標準誤差
σ = 0.31%。

結論: 最好相對精讀可達到 .31%。
EAG 保證分析精度小於 2%。
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SIMS 高精度離子注入劑量與分佈的測定

SIMS 是用於測量掺雜元素濃度隨著縱向深度變化的唯一選擇，這是因為它高靈
敏度和高分辨率的特性。對於 P 和 As,其最低可測量濃度為 5x1014 at/cm3，而 B  
可以低到 1x1013 at/ cm3。深度分辨率主要由一次離子的能量決定。例如在中等
能量離子的轟擊下，分佈在1.5 - 2nm 範圍內的變化可以被清楚地分辨出來。

掺雜分佈的精確測量

上圖給出 B 在 Si 中的分佈曲線。四個樣品掺雜了相同劑量的 B，但經歷了不同的退火條
件。圖中可以看出其 B 的擴散深度隨退火條件而變化。其中樣品#1與樣品 #2 擴散深度只
差 1nm，而 SIMS 可以將這一差別清楚的顯示出來。
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